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В работе Чернодубова Даниила Андреевича, результаты которой представлены 

на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук, проведены 

исследования теплопроводности широкозонных полупроводников, а именно SiC, GaN, 

AlN и твердых растворов на их основе (AlxGa1-xN). Актуальность исследований не 

вызывает сомнений, поскольку этот ряд родственных широкозонных материалов 

характеризуется высокой термической стойкостью, низкой собственной концентрацией 

носителей заряда, высокой насыщенной скоростью дрейфа носителей и высокими 

критическими напряженностями поля лавинного пробоя. Совокупность этих свойств 

обуславливает применение этих полупроводников в современной электронике. А 

именно, в высокотемпературной, силовой, импульсной и сверхвысокочастотной. Таким 

образом, исследования свойств и механизмов теплопроводности этих материалов, 

представляют не только фундаментальный интерес, но и носят значительный 

прикладной характер. 

Экспериментальные данные о свойствах и механизмах теплопроводности в этих 

материалах получены соискателем с использованием одного из наиболее надёжных 

методов измерений коэффициента теплопроводности, а именно трёхчастотным 

методом 3-омега (3-ω), в экспериментальной имплементации которого Чернодубов 

Д.А. принимал участие. Отличительная особенность метода 3-ω заключается в том, что 

он позволяет с высокой точностью исследовать теплопроводность тонкоплёночных 

(субмикронных) образцов, что было использовано Чернодубовым Д.А. для измерений 

абсолютной величины теплопроводности слоёв составляющих гетероструктуру 

Al2O3/AlGaN/GaN. Анализ полученных экспериментальных данных, выполненный с 

использованием модели Каллуэя и модели виртуального кристалла Абелеса, позволил 

Чернодубову Д.А получить актуальный результат важного прикладного значения. А 

именно, что при толщине слоя GaN в 3.6 мкм общее тепловое сопротивление 

структуры минимально. 




